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붕소가 도핑된 실리콘 메모리 소자 제조 및 동작 기술 장시간 사용이 가능한 주사전자현미경의 전자통과막보호
장치 제조기술

029 030

붕소가 도핑된 실리콘 메모리 소자 제조 및 동작 방법 시료를 관찰하고 있지 않은 순간에 전자빔이 전자통과막을 통과하지 않도
록 하여 전자통과막의 수명단축을 방지할 수 있는 기술

차세대 핵심 요소로 떠오르는 메모리 소자는 단위면적당 저장밀도를 높였을 때 원가를 절

감할 수 있습니다. KRISS신기술과 함께라면 메모리 셀의 면적을 단위격자 면적(0.26nm) 

수준까지 줄일 수 있습니다. 본 기술은 붕소 도핑에 의해 표면 구조가 √3 x √3로 재구성

된 실리콘(111)-표면의 단위격자가 갖는 두 가지의 안정된 형상을 이용하고 있는데요, 

이를 하나의 메모리 셀로 이용하므로 셀 면적을 고체 소자의 궁극적 한계만큼 축소할 수 있

습니다.

장시간 사용할 수 있는 주사전자현미경의 전자통과막보호장치로 반도체 제조원가를 절감 하려면… 

반도체 제조 공정에서도 시료의 관찰을 위해 전자빔을 방출하는 전자현미경이 사용되고 있습니다. 그 

중 고가의 전자통과막을 갖는 주사전자현미경의 경우 수명이 짧아 잦은 교체가 요구된다는 문제점이 

있습니다. 지속적으로 전원을 인가시켜 놓아야 하는 주사전자현미경은 시료를 관찰하지 않을 때도 전

자빔을 방출하여 전자통과막을 통과하게 됩니다. 전자통과막의 경우 전자빔이 통과되는 횟수가 많을

수록 손상을 받아 능력이 저하돼 교체가 필요하게 됩니다.

'주사전자현미경의 전자통과막 보호장치' 기술은 전자빔이 출력되더라도 시료를 관찰하지 않을 때는 

전자통과막을 통과하지 않도록 하는 기술입니다. 전자빔 출력부와 전자통과막 사이의 경로 상에 전극

을 인가해 전자의 이동방향을 전자통과막이 아닌 전극출력부로 향하게 해 전자통과막의 수명단축을 

방지할 수 있습니다.
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* 붐소 도핑애 의해 표면 구조가 / 3 x / 3로 재구성된 실리콘 0 11)-표면의 계별 B위 격자돌

하나의 메모리 셀 {memory c슨II)로 이용한다. 즉 표면 단위 격자가 갖는 두가지 안정된 형상1

이진 정보 (b inary iniormaiion》의 두 값으로 대용시킨다. 그리고 전기장 (e lectric 사eld}욜

이용해서 두 형상 간의 천이 (transition)룰 가역적으로 (reversible) 일으킴으로써 이전 정보룹

개별 단위 격자에 쓰거나 (write) 지운다 (erase). 아울러 두 형상이 갖는 상이한 전자 구조

telectronic stnj cu」res)에 따 # 전도도 차이을 이용해서 두 형상울 구분함으로써 메모리 셀에

기혹된 이진 정보暑 읽어낸다 (reacO. 이書 동해 미모리 셀의 면적율 고체 소자 <s이id-state

devic슨s)의 궁극적 한계인 단위 격자 면적 (0 .26 nmft2) 수준으로 출일 수 있다.

기술특징

* 붐소 도핑에 의해 표면구조가 / 3 >c / 3로 재구성된 설리콘 (111 느표면의 개1 민위 격자가 갖는

무가지 안정된 형상을 이용하여 이진 정보들 나타낸다. 그리고 전기장 (e led ite fie ld)율 이용해서
단위 격자에 이진 정보룹 쓰고 지우고 읽는다.

본 발영운 붐소 도핑에 의해 표면구조가 / 3 x 로 재구성된 설려콘 니11 }~표면의 개별 단위

격자을 하나의 메모려 셀로 이용함으로써 셀 면적i 고체 소자 (solid-state devices}의궁극적

한계인 표면단위 격자 면적 (0 .26 nmA2) 수준으로 축소시킬 수 있다. !lb 현재 시장에서 판味되는

매모리 소자의셀 크기{DRAM: - 2x10A3 nmA2,SRAM: - 2x10*4 nmA2)에 비해서 획기적으로

출어든 값이다.

응용분야

• 비휘발성 메모리소자 r원자스케일 메모리소자

키워드 a

、 애모리 소자 > 설려콘 ( 1 1 사 표면 ᅳ 붐소 도핑 > ' 단위 격자

> 두 가지 안정된 형상
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기존의 실리콘 공정올 그대로 사용하기 _ 문에 사업성 및 시장성아 매우 크다고 할 수 있다.
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주요도면

(a) / 3x ' 3구조屋갖는실려콘(111 卜표면의STM사전
(b) 특정 단위 격자예상변형 전압을 언가하여상변형율유도한 후의 STM사진
(0 다론두단위 격자매 추가적으로상변형올일으킨 후의STM사전

(d) 또다론단위 격자여 상변형올일으킨 후의 STM사전
fe) (비에서 상변형된 단위격자예상복원 전압몰인가하여 원래의 형상으로 환원시킨 후익STMm
(n的예서상변형된 단위 격자께 상복원 전암을 인가하여원래의형상으로 환원시킨후와 STM사진


